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(57) Abstract: The invention concerns a method for preparing gallium nitride films by vapour-phase epitaxy with low defect densi-
ties. The invention concerns a method for producing a gallium nitride (GaN) film from a substrate by vapour-phase epitaxy deposition
of gallium nitride. The invention is characterized in that the gallium nitride deposition comprises at least one step of vapour-phase
epitaxial lateral overgrowth, in that at least one of said epitaxial lateral overgrowth steps is preceded by etching openings either in
&> a dielectric mask previously deposited, or directly into the substrate, and in that it consists in introducing a dissymmetry in the en-
& vironment of dislocations during one of the epitaxial lateral overgrowth steps so as to produce a maximum number of curves in the
dislocations, the curved dislocations not emerging at the surface of the resulting gallium nitride layer. The invention also concerns
the optoelectronic and electronic components produced from said gallium nitride films..
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(57) Abrégé : La présente invention concerne 1’élaboration de films de nitrure de gallium par épitaxie en phase vapeur avec de
faibles densités de défauts. Elle a pour objet un procédé de réalisation d’un film de nitrure de gallium (GaNN) & partir d’un substrat,
par dépdt de GaN par épitaxie en phase vapeur, caractérisé en ce que le dépdt de GalN comporte au moins une étape de surcroissance
épitaxiale latérale en phase vapeur (ELO), qu’au moins une de ces étapes d’ELO est précédée d’une gravure d’ouvertures soit dans
un masque de diélectrique préalablement déposé, soit directement dans le substrat, et en ce que 1’on introduit une dissymétrie dans
I’environnement des dislocations lors d’une des étapes d’ELO de fagon a provoquer le plus grand nombre de courbures des disloca-
tions, les dislocations courbées n’émergeant pas a la surface de la couche de GaN ainsi obtenue. Elle concerne aussi les composants
optoélectroniques et électroniques élaborés a partir de ces films de nitrure de gallium.



